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(0 Germanium pnp Lmstungstrunmstor (OC 830)

Der MF-Leistungstransistor GD 100 (alte Bezeichnung OC 830) ist ein |egier-
ter Ge-pnp-Flichentransistor.
Der Transistor findet seine Anwendung in NF-Leistungsverstirkern.

Statische Kennwerte (fir f; = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststrome

—lcgo = 350 wA < 1000 uA bei —Ucg =6V
—lcgs = S0pA< 100pA  bel —Uge =6V
Emitterreststrom

—lgpo = 150pA < 500uA  bei —Ugg =10V

REI“P‘“"U“E veark wargréfert
—Ucgga =040V = 0,30V bei —lc= 1A
—lg = 120 m
—UcErass =1V bei —lc= 1A
Abmessungen
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung
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Gleichstromverstirkung

—lg = 5...10mA bei —lc =100 mA, —Ucg=6Y
—Ugg =035V = 0,44 V
—lg =36...62mA bel —lc = 500 mA, —Ug =12V
—llpg = 0,60V = 0,7V

Ubergangsfrequenz = I ]
fy = 100 kHz > 60 kHz bei —Iz =01A ] :I;
—UCE = &Y 50000 f 7
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Kollektorreststrom in Abhingigkeit der Sperrschichttemperatur
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Kollektoremitterspannung als Funktion des dufleren Basis-

emitterwiderstandes WVerlustleistung als Funktion der Umgebungstemperatur

Bestellbezeichnung flr einen Transistor: Transistor GD 100 TGL 200-8240
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